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１．概要（Summary） 

伝導測定によるグラフェンの量子ホール効果測定

のために, グラフェンのホールバー構造への加工およ

び, 電界効果トランジスタデバイスの作製を行った. 

Sample : CVD graphene [1 cm x 1 cm] on SiO2/Si 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速マスクレス露光装置 、電子線蒸着装置、ドライ

エッチング装置、紫外線露光装置 

【実験方法】 

グラフェンにレジストを塗布し, マスクレス露光装

置によりホールバーの形状に露光・現像した. ドライ

エッチング装置により, ホールバー構造が残るように, 

周りのグラフェンを除去した. 試料は 3 つ用意し, 最

適な処理時間を決定した. エッチング後レジストを除

去した. 一度研究室に持ち帰り, ラマン分光装置によ

りグラフェンの状態を確認した. ここで, Wet process

によるグラフェンへのダメージが小さいことおよび

エッチングによりグラフェンが狙い通りの形状にな

ったことを確認した. 次に電極作成について示す. レ

ジストを塗布し, マスクレス露光装置をもちいて電極

の形状に露光・現像した. リフトオフを容易にするた

めに紫外線による露光を行った. 電子線蒸着装置によ

り Au (100 nm)/Ti (5 nm)を蒸着し, リフトオフによ

りレジストを除去した.  

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したグラフェンホールバー構造の顕微画像を 

Fig. 1に示す. 完成品の寸法は設計値から数%のずれに

とどまっている. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2 に電極蒸着後に取得したラマンイメージを示す. 

単層グラフェンに特徴的な G ピークを示している. 光学イ

メージ(Fig. 1)で確認できるホールバー形状が確かにグラ

フェンであることが確認できる.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others）なし 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし 

６．関連特許（Patent） なし  

Fig. 1 Optical microscope image of 

graphen.  

Fig. 2 Raman image of device. 

 


